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- - - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
Закрепленная кафедра -

Считать в
плане

Индекс Наименование
Блок/
часть

Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КР

Экспер
тное

Факт
Часов в

з.е.
Экспер
тное

По
плану

Конт.
раб.

СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

Код Наименование Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули) 66 66 2376 2376 901 1241 234 24 102 85 136 451 90 22 119 17 153 431 72 20 136 68 85 359 72

Обязательная часть 17 17 612 612 221 391 11 51 34 68 243 3 34 74 3 17 17 74

+ Б1.О.01
История и методология науки и техники в
области электроники

Б1.О 1 3 3 36 108 108 34 74 3 17 17 74 19
Кафедра социальных наук и
технологий

УК-5; УК-6; ОПК-1

+ Б1.О.02
Современные методы диагностики и
исследования наногетероструктур

Б1.О 1 4 4 36 144 144 68 76 4 17 34 17 76 23
Кафедра материаловедения
полупроводников и диэлектриков

УК-1; ОПК-2; ПК-3

+ Б1.О.03
Актуальные проблемы современной
электроники и наноэлектроники

Б1.О 1 4 4 36 144 144 51 93 4 17 34 93 25 Кафедра ППЭ и ФПП
УК-1; ОПК-1; ОПК-3

+ Б1.О.04 Иностранный язык Б1.О 2 3 3 36 108 108 34 74 3 34 74 18 Кафедра иностранных языков и УК-4; ОПК-1

+ Б1.О.05 Основы предпринимательства Б1.О 3 3 3 36 108 108 34 74 3 17 17 74 31 Кафедра промышленного УК-2; УК-3; ОПК-5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 49 49 1764 1764 680 850 234 13 51 51 68 208 90 19 119 17 119 357 72 17 119 68 68 285 72

+ Б1.В.01 Методы математического моделирования Б1.В 1 1 5 5 36 180 180 68 58 54 5 17 17 34 58 54 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-2; ОПК-3; ПК-2

+ Б1.В.02
Перспективные технологии и материалы для
поиска новых физических эффектов

Б1.В 1 4 4 36 144 144 51 93 4 17 34 93 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-2; ПК-4

+ Б1.В.03
Методы характеризации полупроводниковых
материалов и структур

Б1.В 1 4 4 36 144 144 51 57 36 4 17 34 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-2; ПК-3; ПК-4

+ Б1.В.04
Компьютерные технологии в научных
исследованиях

Б1.В 2 4 4 36 144 144 51 93 4 17 34 93 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-2; ОПК-4; ПК-1

+ Б1.В.05 Планирование научной деятельности Б1.В 2 3 3 36 108 108 34 74 3 17 17 74 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.06
Проектирование и технология электронной
компонентной базы

Б1.В 3 5 5 36 180 180 68 76 36 5 34 17 17 76 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.01
Дисциплины (модули) по выбору 01
(ДВ.01)

Б1.В 2 2 4 4 144 144 51 93 4 34 17 93
ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.01.01 Физика наноструктур Б1.В 2 2 4 4 36 144 144 51 93 4 34 17 93 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-4

- Б1.В.ДВ.01.02
Приборные структуры на широкозонных
полупроводниках

Б1.В 2 2 4 4 36 144 144 51 93 4 34 17 93 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.02
Дисциплины (модули) по выбору 02
(ДВ.02)

Б1.В 2 4 4 144 144 68 40 36 4 34 17 17 40 36
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.02.01 Технология наногетероструктур Б1.В 2 4 4 36 144 144 68 40 36 4 34 17 17 40 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3

- Б1.В.ДВ.02.02 Микросхемотехника Б1.В 2 4 4 36 144 144 68 40 36 4 34 17 17 40 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.03
Дисциплины (модули) по выбору 03
(ДВ.03)

Б1.В 2 4 4 144 144 51 57 36 4 17 34 57 36
ОПК-1; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.03.01
Приборные структуры на некристаллических
материалах

Б1.В 2 4 4 36 144 144 51 57 36 4 17 34 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ПК-1; ПК-4

- Б1.В.ДВ.03.02 Силовые полупроводниковые приборы Б1.В 2 4 4 36 144 144 51 57 36 4 17 34 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.04
Дисциплины (модули) по выбору 04
(ДВ.04)

Б1.В 3 4 4 144 144 51 57 36 4 17 34 57 36
ОПК-2; ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.04.01
Основы надежности элементной базы
электроники в условиях ионизирующего
излучения космического пространства

Б1.В 3 4 4 36 144 144 51 57 36 4 17 34 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП

ОПК-2; ПК-1; ПК-2

- Б1.В.ДВ.04.02
Радиационно-технологические процессы в
электронике

Б1.В 3 4 4 36 144 144 51 57 36 4 17 34 57 36 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-2; ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.05
Дисциплины (модули) по выбору 05
(ДВ.05)

Б1.В 3 4 4 144 144 68 76 4 34 34 76
ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.05.01
Оборудование для производства
наногетероструктурных солнечных элементов

Б1.В 3 4 4 36 144 144 68 76 4 34 34 76 25 Кафедра ППЭ и ФПП

ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4

- Б1.В.ДВ.05.02 Физика СВЧ полупроводниковых приборов Б1.В 3 4 4 36 144 144 68 76 4 34 17 17 76 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.06
Дисциплины (модули) по выбору 06
(ДВ.06)

Б1.В 3 3 4 4 144 144 68 76 4 34 17 17 76
ОПК-1; ПК-2; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.06.01 Перспективная фотовольтаика Б1.В 3 3 4 4 36 144 144 68 76 4 34 17 17 76 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ПК-2; ПК-4

- Б1.В.ДВ.06.02
Электронные и оптические свойства
широкозонных соединений А2В6

Б1.В 3 3 4 4 36 144 144 68 76 4 34 17 17 76 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-1; ПК-2; ПК-4

Блок 2.Практика 45 45 1620 1620 1620 4 144 10 360 10 360 21 756

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 45 45 1620 1620 1620 4 144 10 360 10 360 21 756

+ Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа Б2.В 123 12 12 36 432 432 432 4 144 4 144 4 144 25 Кафедра ППЭ и ФПП ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

+ Б2.В.02(П)
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Б2.В 2 6 6 36 216 216 216 6 216 25 Кафедра ППЭ и ФПП

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2; ПК-3

+ Б2.В.03(У) Педагогическая практика Б2.В 3 6 6 36 216 216 216 6 216 25 Кафедра ППЭ и ФПП ПК-5

+ Б2.В.04(Пд)
Преддипломная практика для выполнения
выпускной квалификационной работы

Б2.В 4 21 21 36 756 756 756 21 756 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 9 324 324 324 9 324

+ Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

Б3 9 9 36 324 324 324 9 324 25 Кафедра ППЭ и ФПП

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5

ФТД.Факультативные дисциплины 4 4 144 144 16 128 4 16 128

+ ФТД.01
Основы научно-технического перевода с
иностранных языков

ФТД 3 2 2 36 72 72 8 64 2 8 64 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ПК-2

+ ФТД.02
Технология материалов изделий электронной
техники

ФТД 3 2 2 36 72 72 8 64 2 8 64 25 Кафедра ППЭ и ФПП
ПК-3

К.М.Комплексные модули

+ К.М.01 Модуль 1 К.М
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Индекс Содержание

Тип задач проф. деятельности: производственно-технологический

ПК-1 Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

40.006 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

B
Разработка и внедрение современных технологических процессов, освоение нового оборудования, технологической оснастки, необходимых режимов
производства на выпускаемую организацией продукцию

B/01.7 Разработка технологических процессов и внедрение их в производство

ТД.1 Расчет режимов технологического процесса для конкретной технологии

ТД.2 Осуществление тестового запуска, технологического сопровождения и контроля экспериментальной партии

ТД.3 Осуществление поэтапного контроля технологических и электрофизических параметров изготавливаемого изделия

У.1 Владеть методами сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно-технической информации

У.2 Измерять электрофизические параметры формируемых слоев и изделий

У.3 Проводить анализ и определять причины отклонения параметров

У.4 Производить расчеты режимов технологических операций

У.5 Оптимизировать параметры технологических процессов

У.7 Планировать и проводить технологические эксперименты

У.9 Разрабатывать технологические маршруты (маршрутные карты)

Зн.6 Основы цифровой и аналоговой схемотехники наноразмерных ультрабольших интегральных схем (УБИС)

Зн.9 Теория планирования эксперимента и обработки данных

Зн.12 Базовые технологические процессы и маршруты наноэлектроники

Зн.13 Методы физико-технологического моделирования

Зн.16 Методы исследования структур

Зн.18 Мировой опыт развития технологических процессов изготовления наноэлектронного изделия; опыт разработки наноэлектронной элементной базы изделия

ПК-2 Способность оптимизировать параметры технологических операций

40.006 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

B
Разработка и внедрение современных технологических процессов, освоение нового оборудования, технологической оснастки, необходимых режимов
производства на выпускаемую организацией продукцию

B/02.7 Оптимизация параметров технологических операций

ТД.2 Расчет режимов выполнения технологической операции

ТД.4 Поэтапный контроль технологических и электрофизических параметров контрольных пластин

ТД.5 Тестирование экспериментального образца изделия

ТД.6 Корректировка технологических режимов по результатам тестирования (при необходимости)

У.3 Работать на технологическом оборудовании (выполнять все действия, которые делает оператор)

У.4 Разрабатывать технологические рецепты для технологического оборудования

У.6 Разрабатывать элементную базу изделия (операционные, маршрутные и контрольные карты)

Зн.1 Технический английский язык

Зн.6 Теория планирования эксперимента и обработки данных

Зн.9 Базовые технологические процессы наноэлектроники

Зн.10 Методы физико-технологического моделирования процессов и изделий наноэлектроники
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Индекс Содержание

Зн.13 Методы исследования структур

ПК-3 Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы

40.006 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

B
Разработка и внедрение современных технологических процессов, освоение нового оборудования, технологической оснастки, необходимых режимов
производства на выпускаемую организацией продукцию

B/04.7 Экспериментальные работы и освоение новых технологических процессов

ТД.1 Разработка новых технологических процессов

У.1 Определять экономическую целесообразность внедрений новых технологий и процессов

Зн.1 Предназначение, современные виды оборудования для проведения анализа и измерений параметров наноразмерных объектов
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